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１．概要（Summary） 

a 面サファイア基板表面に、直径 3μm、高さ 5μm

のピラー形状が 10μm 間隔で配列したサファイア基

板のエッチング方法を検討した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 レーザー露光装置 

 マスクアライナー 

 全自動スパッタ装置 

 多目的ドライエッチング装置 

 化合物ドライエッチング装置 

 走査電子顕微鏡 

【実験方法】 

 10mm角のサファイア a面基板の上に約 10μmの厚さ

の厚膜レジスト(AZ4903)を塗布し、その上に SiO2 を

200nm スパッタした。その上にフォトレジスト(AZ5214E)

により幅 5μm のラインパターンのマスクを作製し、RIE 

(Reactive Ion Etching)により、CHF3 ガスで 10 分間

SiO2をエッチングした。次に SiO2をマスクとし、O2ガスで

26 分間厚膜レジストをエッチングした。これにより、高アス

ペクト比の厚膜のレジストマスクを作製した。この厚膜レジ

ストマスクを用いてBCl2ガスによりサファイアa面のエッチ

ングを行った。エッチングは 15分と 30分行った。 

 

３．結果と考察 （Results and Discussion） 

 Fig.1 に作製した厚膜レジストマスク、Fig.2、Fig.3 にそ

れぞれ 15 分、30 分サファイアをエッチングした試料の断

面の SEM 像を示す。Fig.1 より、高さ 11.1μm、幅

3.45μmの厚膜レジストマスクが作製できていた。Fig.2 よ

り、15 分のエッチングではレジストマスクは角の部分が特

に削られてしまい、マスクとして有効な高さは 5.91μm とな

っていた。また、サファイアは、1.19μm 削られていた。

Fig3より、30分のエッチングでは、レジストマスクがすべて

エッチングされており、またサファイアの一部もエッチング

されていた。また、高さも 1.19μm と 15 分のエッチングと

同じであった。原因については不明であるが、レジストマス

クのエッチング速度が試料によって異なっていたと考えら

れる。ただ、15 分エッチングした試料の結果から考えても、

サファイアのエッチングレートが 79nm/min であったのに

対してレジストマスクのレートは約 350nm/min と速かった

ことから、今回の方法では 5μmの高さのサファイア a面の

ピラーを実現するのは困難だと考えられる。 

 

Fig.1 Cross-sectional SEM image of a resist mask 

 

Fig.2 SEM image after 15min etching (left) and 30min 

etching (right) 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 
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